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1 . Le present rapport est le rapport d'examen prelimlnaire international, etabli par Pad ministration chargee de Pexamen 
preliminaire international en vertu de Particle 35 et transmis au deposant conform§ment a Particle 36. 

2. Ce RAPPORT comprend 6 feuilles, y compris la presente feuille de couverture. 

3. Ce rapport est accompagn§ d'ANNEXES, qui comprennent : 
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□ les feuilles de la description, des revendications ou des dessins qui ont §te modifies et qui servent de base 
au present rapport ou des feuilles contenant des rectifications autorisees par la presente administration (voir 
la regie 70.16 et Instruction administrative 607). 
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internationale telle qu'elie a et§ deposee, comme il est indique au point 4 du cadre n° I et dans le cadre 
supptementaire. 

b. □ (envoye'es au Bureau international seulement) un total de (preciser le type et le nombre de support(s) 

6Iectronique(s)) , qui contiennent un listage de la ou des sequences ou un ou des tableaux y relatifs, d6pos§s 
sous forme deohiffrable par ordinateur seulement, comme il est indiqu§ dans le cadre supplemental relatif au 
listage de la ou des sequences (voir Pinstruction administrative 802). 
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Demande internationale n° 
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Case No. I Base du rapport 

1 . En ce qui concerne ia langue, le present rapport est etabli sur la base de la demande internationale dans la 
iangue dans laquelle elle a ete d6posee, sauf indication contraire donnee sous ce point. 

□ Le present rapport est 6tabli sur la base de traductions realises & partir de la langue d'origine dans la 
langue suivante f qui est la langue d'une traduction remise aux fins de : 

□ la recherche internationale (selon les regies 12.3 et 23.1. b)) 

□ la publication de la demande internationale (selon la regie 12.4) 

□ Texamen preliminaire international (selon la regie 55.2 ou 55.3) 

2. En ce qui concerne les elements* de la demande internationale, le present rapport est etabli sur la base des 
elements suivants (les feuilles de remplacement qui ont ete remises a I'office recepteur en r6ponse a une 
invitation faite conformement a I'article 14 sont considerees dans le present rapport comme "initialement 
deposees" et ne sont pas jointes en annexe au rapport.) : 



Description, Pages 

1 -9 telles qu'initialement d6posees 
Revendications, No. 

6-8 telles qu'initialement deposees 

1-5, 9-13 regue(s) le 04.12.2004 avec lettre du 02.12.2004 

Dessins, Feuilles 

1 y5-5>5 telles qu'initialement deposSes 



□ En ce qui concerne un listage de la ou des sequences ou un ou des tableaux y relatifs, voir le cadre 
supplemental relatif au listage de la ou des sequences. 



3. □ Les modifications ont entrant I'annuiation : 

□ de la description, pages 

□ des revendications, nos 

□ des dessins, feuilles/fig. 

□ du listage de la ou des sequences (preciser) : 

□ d'un ou de tous les tableaux relatifs au listage de la ou des sequences (preciser) : 

4. □ Le present rapport a §t6 etabli abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont et6 consider6es 
comme allant au-dela de !'expos£ de I'invention tel qu'il a ete depose, comme il est indiqu§ dans le cadre 
supplementaire (regie 70.2.c)). 

□ de la description, pages 

□ des revendications, nos 

□ des dessins, feuillesyfig. 

□ du listage de la ou des sequences (preciser) : 

□ d'un ou de tous les tableaux relatifs au listage de la ou des sequences (preciser) : 

* Si le cas vise au point 4 s ' applique, certaines ou toutes ces feuilles peuvent 
gtre rev§tues de la mention "remplacS" . 
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Cadre n° V Declaration motivee selon I?article 35.2) quant a la nouveaute, l?activite inventive et la 
possibility d?application industrielle; citations et explications a l?appui de cette declaration 

1. Declaration 



Nouveaute 


Oui: 


Revendications 


1-11 




Non: 


Revendications 


12,13 


Activity inventive 


Oui: 


Revendications 


1-11 




Non: 


Revendications 


12,13 


Possibility d'appiication industrielle 


Oui: 


Revendications 


1-13 




Non: 


Revendications 





2. Citations et explications (r&gle 70.7) : 
voir feuille separee 



Cadre n° VIII Observations relatives a la demande internationale 



Les observations suivantes sont faites au sujet de la clarte des revendications, de la description et des dessins et 
de la question de savoir si les revendications se fondent entierement sur la description : 

voir feuille separee 
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Concernant le point V 

Declaration motivee quant a la nouveaute, I'activite inventive et la possibility 
d'application industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration 

II est fait reference aux documents suivants : 

D1: US-B1-6 331 490 (STEVENS E HENRY ET AL) 18 decembre 2001 (2001-12-18) 
D2: US-B1-6 451 657 (MAY CHARLES E ET AL) 17 septembre 2002 (2002-09-17) 
D3: US 2001/020723 A1 (KADOSH DANIEL ET AL) 13 septembre 2001 (2001-09-13) 
D4: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 2002, no. 09, 4 septembre 2002 (2002-09-04) 
& JP 2002 134544 A (ROHM CO LTD), 10 mai 2002 (2002-05-10) 

1 . Le document D1 , qui est considere comme etant I'etat de la technique le plus 
proche de I'objet de la revendication 1 , decrit (les references entre parentheses s'appliquent 
a ce document) : 

Un precede de delimitation d'un element conducteur dispose sur une couche isolante 
comportant le depot d'une couche conductrice sur la face avant de la couche isolante 
disposee sur un substrat, la formation d'un masque sur au moins une zone de la couche 
conductrice destinee a former I'element conducteur (figures 1 3B-C, ligne 1 1 -25), de maniere 
a delimiter dans la couche conductrice au moins une zone complementaire recouverte par le 
masque, les zones complementaires de la couche conductrice etant rendues isolantes par 
oxydation, puis I'oxyde est retire par gravure (265 figure 13H et colonne 10, ligne 60-colonne 
1 2, ligne 47) 

2. Par consequent, I'objet de la revendication 1 differs des enseignements de D1 

en ce que: la structure conductrice est une couche (3) qui est grave par I'intermediaire du 
masque, et en ce que le materiau de la couche conductrice et I'oxygene forment un oxyde 
volatil, la couche conductrice s'evaporant au moins en partie. 

3. L'objet de la revendication 1 est done nouveau (article 33(2) PCT). 

4. Le probleme que la presente invention se propose de resoudre peut done etre considere 
comme d'eviter la generation de fuites qui represente un des inconvenients lies a I'utilisation 
d'un oxyde solide. 
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5. La solution de ce probleme proposee dans la revendication 1 de la presente demande 
est consideree comme impliquant une activite Inventive (article 33(3) PCT), et ce pour les 
raisons suivantes. Bien que D1 mentionne que I'oxydation et le retrait de la'couche 265 en 
oxyde de cuivre et de tantale peuvent se faire en une seule etape (D1 , colonne 12, ligne 14- 
21), rien ne suggere que le materiau de la couche conductrice et I'oxygene torment' un oxvde 
volatil. y 

6. De plus aucun des documents cites ne decrit ni de suggere la formation d'un oxyde 
volatil a partir du materiau de la couche conductrice et de I'oxygene provenant de I'oxydation 
la couche conductrice s'evaporant au moins en partie. Par consequent, la choix qui consiste 
a utiliser un oxyde volatil afin de resoudre le probleme pose paragraphe 4. de cette 
communication est consideree comme impliquant une activite inventive (article 33(3) PCT). 

7. Les revendications 2-1 1 dependent de la revendication 1 et satisfont done egalement 
en tant que telles, aux conditions requises par le PCT en ce qui conceme la nouveaute et 
I'activite inventive. 

8. La demande ne remplit pas les conditions enoncees a I'article 6 PCT, les revendications 
12 et 13 n'etant pas claires. En effet, les caracteristiques enoncees dans les revendication 
12 et 13 de dispositif font reference a la revendication 1 qui est un precede, il en decoule un 
melange des categories de revendications. Par consequent, les revendications 12 et 13 ne 
definissent pas clairement le dispositif en termes de caracteristiques techniques Les 
limitations que I'on entend definir par ces caracteristiques ne ressortent done pas clairement 
de cette revendication, contrairement a ce qui est exige a I'article 6 PCT. 

9. Par ailleurs, en depit du manque de clarte mentionne ci-dessus, I'objet des 
revendications considers comme independantes 12 et 13 n'est pas nouveau au sens de 
I'article 33(2) PCT; par consequent, les conditions enoncees dans rarticle 33(1) PCT ne sont 
pas remplies. 

10. En effet, D2 decrit un dispositif comportant un element conducteur dispose sur une 
couche isolante (Fig 1 0, element 74 et 20, colonne 9, ligne 65 -colonne 1 0 ligne 34). 



Formulate PCT/Feullle separee/409 (feuille 2) (OEB-janvier2004) 



RAPPORT PRELIMINAIRE INTERNATIONAL 

SUR LA BREVET ABILITE 

(FEUILLE SEPAREE) 



Demande internationale n° 
PCT/FR2004/000467 



Concernant le point VIII 

11. La demande ne remplit pas les conditions enoncees a Particle 6 PCT, la revendication 
1 n'etant pas claire. En effet, la formation d'un oxyde volatil necessite que certaines 
conditions experimentales soient reunies, et dans I'etat actuel la revendication 1 ne foumit pas 
sufflsamment d'information afin de permettre a I'homme de I'art de realiser le procede de la 
revendication 1. 
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Revendications 

1. Procede de delimitation d'un element conducteur (1) dispose sur une 
couche isolante (2), comportant le depot d'une couche conductrice (3) sur la 
face avant de la couche isolante (2) disposee sur un substrat (4), la formation 
d'un masque (5) sur au moins une zone (6) de la couche conductrice (3) 
destinee a former I'element conducteur (1), de maniere a delimiter dans la 
couche conductrice au moins une zone complementaire (7) non-recouverte par 
le masque (5), les zones complementaires (7) de la couche conductrice (3) etant 
rendues isolantes par oxydation, procede caracterise en ce qu'il comporte la 
formation, dans lesdites zones complementaires (7) de la couche conductrice 
(3), d'un oxyde volatil a partir du materiau de la couche conductrice (3) et de 
I'oxygene provenant de I'oxydation, la couche conductrice (3)~s'evaporant au 
moins en partie. 

2. Procede selon la revendication 1, caracterise en ce que i'oxydation est 
effectuee avant enlevement du masque (5). 

3. Procede selon la revendication 1, caracterise en ce que I'oxydation est 
effectuee apres enlevement du masque (5). 

4. Procede selon Tune quelconque des revendications 1 a 3, caracterise en ce 
que la formation de I'oxyde volatil et I'evaporation de la couche conductrice (3) 
ont lieu pendant I'oxydation. 

5. Procede selon Tune quelconque des revendications 1 a 3, caracterise en ce 
que I'oxyde volatil est forme, aprds I'oxydation, par un recuit de stabilisation et 
d'evaporation. 



2-2004 
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6. Procecte selon I'une quelconque des revendications 1 a 5, caractense en ( 
que I'oxydation des zones complementaires (7) de la couche conductrice (: 
comporte une implantation d'oxygene. 

5 7. Procede selon I'une quelconque des revendications 1 a 5, caracterise en c 
que I'oxydation des zones complementaires (7) de la couche conductrice (C 
comporte une oxydation thermique. 

8. Procede selon I'une quelconque des revendications 1 a 7, caracterise^ en c 
10 que les zones complementaires (7) rendues isolantes ont une epaisseur a 

moins egale a une couche atomique. 

9. Proceed selon I'une quelconque des revendications 1 a 8, caracterisS en c 
que le depdt de la couche conductrice (3) comporte une premiere etape, d 

is depdt d'une premiere couche conductrice (3a), et une seconde etape, de depc 
d'une seconde couche conductrice (3b) sur la face avant de la premiere couch* 
conductrice (3a). 

10. Procede selon la revendication 9, caracterise en ce qu'il comporte, apres h 
20 formation du masque (5) et avant I'oxydation. une gravure de la seconde couch* 

conductrice (3b). 

H.Procede selon I'une des revendications 9 et 10, caracterise en ce que h 
materiau de la premiere couche conductrice (3a) est pris dans le group* 
25 comprenant le tungstens, le molybdene, le nickel et le cobalt, et le.materiau d« 
la seconde couche conductrice (3b) est du silicium polycristallin. 

12.Dispositif comportant un element conducteur (1) dispose sur une couche 
isolante (2), caracterise en ce qu'il est obtenu par le procede selon I'une 
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quelconque des revendications 9 a 11, la zone (6b) de la seconde couche 
conductrice (3b), destinee a former I'element conducteur (1), faisant salllie a la 
perlpherie de la zone (6a) de la premiere couche conductrice (3a). 

13. Transistor comportant une electrode de grille, caracterise en ce que 
I'electrode de grille est reallsee par le procede selon I'une quelconque des 
revendlcatlons 1 a 12. 



